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INCREMENTO DE LA SENSIBILIDAD DE FOTODIODOS M.LS.
EN BASE A Si MONOCRISTALINO, UTILIZANDO CAPAS
ANTIRREFLECTANTES (CAR) DE TiO;

S. Aguilera, G. Santana, A. Martell v M, Garcia
DIEES-IMRE, Universidad de La Habana :

RESUMEN

La utilizacién de capas anti-reflectantes de Tio,, obtenidas por la técnica
de "spin - on", permite el aumento de la sensibilidad de 0.42 a 0.60 A/W
para la longitud de onda de 900 nm . Esto hace factible la comparacién de
estos dispositivos con los- fotodiodos comerciales del mismo material de

origen, cuya sensibilidad es del orden de 0.5 A/W,

ABSTRACT.

an ifcrease of senéibility from 0,42 to 0,60 A/W for the wavelenght of
900 nm was obtained by using anti—reflectiﬂé coats of TiO,, which were
made by a “spin - on" téchnique. This increased sensibility is comparable
to the sensibilify of about 0,5 A/W of monocrystaline $i commercial

photodicdes.,

1.INTRODUCCION

~ Es sabido que la estructura M.I.S. esté formada por metal-aiélante-
semiconductor vy que su superficie refleja aproximadamente el 40 % de los
incidenteés. Esto hace necesario el uso de una capa anti—refleétante—(CAR)
gue disminuya considerablemente las p&rdidas por reflexidén [1-41.
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~ El TiO; es un material que presenta buenas caracteristicas quimicas,
dieléctricas y 6pticas para ser usado como CAR en fotodiodos de ‘estructura
M.I.S. de Silicio. Los estudios realizados sobre este material [3] permiten
"apreciar que la utilizacién de monocapas de bibxido de Titanio sobre Silicio
pueden arrojar resultados satisfactorios comparables con los reportados por

:la literatura para otros materiales [2,3]., Ademds, estas capas sOn facil-

mente obtenidas con repetibilidad, con buenas propiedades elé&éctricas y
épticas utilizando la técnica de’ "sPin ~ on" existente en nuestro labora-

torio.

El objetivo de este trabajo es caracterizar -estas capas de biéxido de
 £Titan1o obtenidas por la técnlca senalada, por reflectancia espectral y
Vtevaluar la influencia que su’ presenc1a ejerce en 1as caracteristlcas 6pt1-
. cas de" fotodiodos de estructura M.I.S. '

12}'RESULTADOS“EXPERIMENTALES

2.1, EPUSICION DE CAPAS ANTI-REFLECTANTES DE Ti0, POR IA TECNICA DE "SPIN OR" ¥ SUﬁ
CARACTERIZACION POR REFLECTANCIA ESPECTRAL '

3

En nuestro laboratorio, para la deposicibn de capas anti-reflectantes'
sobre dispositivos de estructuras M.I.S., se han utilizado‘diversas técni-
cas convencionales, tales como: -Pulverizacidn catddica reactiva de S5iO: .
Si,Na, y deposicién térmica de 5i0x%, pero los resultados obtenidos no )

fueron satisfactorios.

Recientemente se ha_desarfollado un nueve proceso tecnolégico.para
fabricar dispositivos fotovoltaicos de 8i, 1lamado de.las capas gfuesas, a
partir de la descomposicidn pirolitica de metalorgédnicos. Uno de los pasos
de este proceso lo constituye la de9091016n de capas anti- reflectantes de
Ti0, por la técnica de "spin - on” '

con el objetivo de obtener CAR de TiO, con buen acople Sptico en el
intervalo de longitudes de onda de 800 - 900 nm, que es el intervalo donde
las estructuras M.I.S. de Si presentan la méx1ma fotorrespuesta [4-61, se

realizaron una serie de pruebas.

La Figura 1 muestra el comportamiento de la reflectancia espectral de
la capa de TiO; soebre nuestros dispositivos. En ella se observa gue para ia
longitud ‘de onda de 875 nm la reflectancia es mencr que el 1 %. Este
resultado hace posible el uso de esta CAR en ia fabricacidn de fotodiodos
de estructura M.I.S.
2.2 . INFLUENCIA DE LA CAPA ANTI-REFLECTANTE DE Ti0, EN LAS CARACTERISTICAS OFPTICAS
DEL FOTODIODO M.I.S. DE SILICIO

Desde el punto de vista dptico un fotodiodo se caracteriza por la curvé
de respuesta espectral relativa y por la sensibilidad espectral para
una longitud de onda dada, gque se expresa en A/W. Para el procesamlento de
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los datos fueron utilizados m&todos computacionales aplicando la siguiente
relacibn: ' o
SE{A}p = SE(M)r _ég_
. . r
donde SE(A)p, SE(Mr, I_ e I representan la sensibilidad espectral y las
fotocorrientes generadas por los fotodiodos de prueba y de referenc1a,

respectlvamente.

La Figura 2a representa la sensibilidad espectral tipica de los foto-
diodos sin CAR fabricados en nuestre laboratorio. La Figura 2b muestra el
mlsmo parémetro para estos dispositivos con CAR de T102.

Si comparamos ambas curvas, como se puede observar en la Figura 2, el
incremento de la sensibilidad con la presencia de la CAR es apreciable, lo
cual significa que, en geheral, las caracteristicas &pticas del dispositive
mejoran sustancialmente con el uso de la misma.

Este notorlo aumento de la sensibilldad hace factlble la comparac16n

entre estos dlsp031t1vos y los convencionales de juntura p~n del mismo
materlal de partlda,_cuya densibilidad es del orden de 0.5 A/W.

- CONCLUSIONES o -
1. Sé obtuvieron capas anti-reflectantes de Ti0O, por la técpica de "Spin -
on" con buen-acople 6ptico con el dispositivo de estructura M.I.S. de

Silicio.

2. La CAR de Ti0, aumenta la sensibilidad del fotodiodo M.I.S. de Silicio
de 0.42 a 0.6 A/W para la longitud de onda de 900 nm, lo que hace posi- -
ble.su comparacidn con los fotodiodos convencionales_comerciales del
mismo material de partida (SE(X) ~ 0.5 A/W),.

3, La técnica de "spin -~ on" permite obtener una CAR adecuada para nuestros
dispositivos por un método mds sencillo, mds rdpido y mas econfSmico gue
las té&cnicas convencionales de pulverizacién catbdica reactiva o de
deposicidn térmica también utilizadas en nuestros 1aborator;os para

formar una CAR de Si,N, o Si0O,.
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Fiqura 1. Reflectancia espectral de la capa de TiO, sobre

siliecio.
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Figuré“Z. Sensibilidad espectral tipica de los fotodiodes MIS

fabricados en nuestro laboratorio: a) sin CAR; b) con

CAR de TiO,.
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